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Ornek-1: Sekilde gosterilen devrede 48 Q direng iizerinden gegen akimui hesaplayim. Diyotlarin
silisyumdan (Vp=0.7 V) oldugunu ve her diyotun i¢ direncinin 1 Q oldugunu varsayin.

D, ve D, diyotlar ileri yonde, D, ve D, diyotlar1 ise
ters yonde kutuplanmigtir. Bu nedenle D, ve D,
diyotlarini igeren dallar1 agik devre olarak kabul
e edilir. ileri yonde diyotlar ise ongerilim ve i¢ direngli
modeli ile temsil edilir.

D, D,

07V
10V —
Dy
Direngler iizerinde gerilim diisimii = 10 -0.7—-0.7 = 88V o, 1o
Devrede toplam direng = 1+48+1 = 50Q I T 07V

Devreden akan akim = 8.6,/50 = 0.172 A = 172 mA
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Ornek-2: Sekilde gosterilen devredeki | akimmm belirleyiniz. Diyotlarin silisyumdan (V,=0.7 V) V&
diyotlarin i¢ direncinin sifir oldugunu varsayin.

0.7V
{F—
7 2kQ
D, diyotu ileri yonde ve D, diyotu ters yonde kutuplanmistir. Bu 2 |
nedenle D, diyotunu iceren dal agik devre olarak kabul edilir. D, L P =
diyotun yerine de éngerilimli model yerlestirilir. L E=2ay Ep=av=
E —-E, -V 24 -4-07 193V
P | 2 0 _ = = 5 m.
I R I3 T 0.65 mA 3
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Ornek-3: Sekilde gosterilen diyotun (ideal model varsaym) ileri
veya ters yonde kutuplandigini gosterin.

2k0 %
Once diyotun ters yonde kutuplandigi varsayilsin. Bu varsayima gore
sekilde gorildiigii gibi diyot agik devre ile temsil edilir.

nt—>w»—tn
+ 10V
8 kO 6 kO

2m% gun __ WOV ko -

T30 50 v

10V N

=———— x6kQ =

g € 2T I 6k0 ov

Diyotun uglarindaki gerilim =V, -V, =8 -6=2V
8 k0 6k
V;-V,=2 V gerilimi diyotu ileri yonde kutuplamak igin yeterlidir. Boylece
T ilk yapilan varsayim yanlis ve diyot ileri yonde kutuplanmustir.
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Ornek-4: Sekilde gosterilen devredeki Iy, 1, ve I,
akimlarin1 belirleyin. Diyotlar igin basitlestirilmis
ongerilimli (Vp=0.7 V) modeli kullanin.

D, ve D, diyotlariin her ikisi de ileri yonde

kutuplanmigtir. Diyotlar igin basitlestirilmis model Ry N N
kullanilarak devre agagidaki gibi olur. S6k0 -
0.7V T , _
A B 1 33x0 R, direncin iizerindeki gerilim 0.7 V’tur. I, akimi:
0.7V
L= 33 k0 =0.212 mA
E=20V . . -
ABCDA kapali ¢evrimde Kirchhoffun gerilim kanunu uygulanirsa:
I
' ~0.7-0.7—I; R;+20=0
20-07-07 186V
D spkn € I, = R, = 6ia 3.32 mA
L=1+I, 5
L=1,-1,=3.32-0.212=3.108 mA
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Ornek-5: Tepe degeri 20 V'luk bir AC gerilim kaynagi, bir silisyum diyot (V,=0.7 V) ve 500 Q
direnci ile seri olarak baglanir (yarim dalga dogrultucu). Diyotun ileri yonde i¢ direnci (r;) 10 Q ise, (1)
diyot iizerinden tepe akimini (2) ¢ikig tepe gerilimini, bulun. Diyotun ideal oldugu varsayilirsa bu
degerler ne olur?

YT

out

l

Diyot, AC giris gerilimin pozitif yarim alternanslar sirasinda iletecektir. Esdeger devre sekildeki gibi
olur.

(1) Diyottan gegen tepe akimi, giris gerilimin pozitif tepe
noktasina, yani V;, = Vi = 20 V'a ulastig1 anda meydana gelir.

J:v 20V 500 © Ve = Vo™ ({I)Peﬂk [’:f+ R;]
- a Ve = Vo _ 20-07 _ 193
- —')P“"‘ re+ Ry 10 + 500 510

V=07V 190

A =378mA 6
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(2) ¢ikis tepe gerilimi:

Cikis tepe gerilimi = P pear < Ry = 378 MAX 5002 = 18.9V

Ideal diyot durumu igin: énceki denklemde V,=0 ve r;=0 yerine konulursa

Ve = IDpear X By

Ve _ 20V

Upeak = 7 = 500G ~ H0mA
Cikis tepe gerilimi = ([Jpoqr ¥ Ry = 40mAx500Q = 20V
7
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Ornek-6: Sekilde gosterilen devredeki V, gerilimini bulun. Basitlestirilmis 6ngerilimli modeli kullani
(silisyum diyot i¢in V(=0.7 V ve germanyum diyot i¢in V;=0.3 V).

20V

Si Ge

4 v,
3 KO 20V

Gerilim uygulandiginda, her iki diyotun ileri yonde kutuplanacag: gibi bir durum

ortaya ¢ikmaktadir. Ama 6yle olmayacak, ¢iinkii gerilim uygulandiginda, 6nce T 03V
germanyum diyot (V, = 0.3 V) iletime geger ve paralel devre uglarinda 0.3 V'luk

bir gerilim seviyesi olusur. A v,
Silisyum diyot hi¢bir zaman itizerinde 0.7 V’luk gerilim firsatin1 elde edemez ve IKO

bu nedenle agik devre durumunda kalr. .

v, =20-03=19.7V
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Ornek-7: ideal diyot modelini kullanarak sekildeki devrede diyotlarin calisma noktalarimi (Q
noktalarmni) bulun.
ov

+10V 3kQ 7kQ -5V

25kQ

+5V
Soldan saga dogru diyotlar D;, D, ve D; olarak adlandirilir.
Devreye bakarak asagidaki varsayimla analize baslanabilir: D, iletimde, D, kesimde ve Dj iletimde.
Bu varsayima gore: I, =0 100 - I oot 07(75)
S ——— +1. =
360+ 7O T 79)
Vi, =5- (10— SOOOIDI) =2V

D;:(1.00mA, 0V) D, (0mA, ~2V) D;:(1.00mA, 0V)

— 1, =1.00m4

D1
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